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(57)【要約】
【課題】資源の無駄を省き、プロセスを簡略化できるパ
ッケージ基板及びその製造方法、並びにその基材を提供
する。
【解決手段】本発明に係るパッケージ基板の製造方法は
、先ず、二つの金属層を相互にラミネートし、誘電体層
で二つの金属層を覆い、次に、誘電体層の両側にビルド
アップ構造をそれぞれ形成し、最後に二つの金属層の界
面に沿って両側のビルドアップ構造を分離させることに
より、二つのパッケージ基板を形成する。本発明は最初
に誘電体層の粘着特性によって中間層である二つの金属
層をビルドアップ構造の形成過程にて分離させず、最後
に二つの金属層の周囲の誘電体層部分を切断することに
より、二つの金属層を円滑に分離させることで、プロセ
スを簡略化することができる。又、中間層である二つの
金属層をパターニングすることにより、回路層、金属バ
ンプ、又は支持構造を形成することができるため、資源
の無駄が生じない。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の表面に内層回路層が設けられ、前記内層回路層に電気的に接続される複数の内層
導電ビアが設けられる第１の補助誘電体層と、
　前記第１の補助誘電体層の他方の表面の上に設けられ、前記内層導電ビアの各々に接続
された金属バンプであって、前記内層導電ビアの、前記内層回路層に電気的に接続された
一端の孔径が、前記内層導電ビアの、金属バンプに電気的に接続された一端の孔径より大
きい複数の金属バンプと、
　前記第１の補助誘電体層と前記内層回路層の上に設けられ、少なくとも一つの第１の誘
電体層と、前記第１の誘電体層の上に設けられる第１の回路層と、前記第１の誘電体層に
設けられ前記第１の回路層と前記内層回路層に電気的に接続される複数の第１の導電ビア
と、を含むビルドアップ構造であって、前記ビルドアップ構造の最外層の前記第１の回路
層が複数の第１の電気接触パッドを有するビルドアップ構造と、
　前記ビルドアップ構造の上に設けられ、前記第１の電気接触パッドの各々を露出させる
ための複数の第１の絶縁保護層開孔を有する第１の絶縁保護層と、
　を含むことを特徴とするパッケージ基板。
【請求項２】
　前記金属バンプはソルダーバンプパッドであり、フリップチップパッケージの電気的接
続に用いられることを特徴とする請求項１に記載のパッケージ基板。
【請求項３】
　前記金属バンプはヒートシンク及びその周囲に設けられる複数のボンディングパッドで
あり、前記ボンディングパッドはボンディングパッケージの電気的接続に用いられること
を特徴とする請求項１に記載のパッケージ基板。
【請求項４】
　前記第１の補助誘電体層の上に設けられる金属支持フレームをさらに含むことを特徴と
する請求項１に記載のパッケージ基板。
【請求項５】
　対向してラミネートされ、それぞれ対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１
の表面で相互いに結合される二つの第１の金属層と、
　前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設けられ、二つの前記第１の金属層
を覆う二つの第１の補助誘電体層と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の金属層
と、
　を含むことを特徴とする基材。
【請求項６】
　前記第１の金属層の前記第１の表面は平滑面であり、前記第２の表面は粗面であること
を特徴とする請求項５に記載の基材。
【請求項７】
　対向してラミネートされ、対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で
相互に結合される二つの第１の金属層と、
　前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設けられ、二つの前記第１の金属層
を覆う二つの第１の補助誘電体層と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つのコア層と、
　前記コア層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の補助誘電体層と、
　前記第２の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の金属層
と、
　を含むことを特徴とする基材。
【請求項８】
　前記第１の金属層の前記第１の表面は平滑面であり、前記第２の表面は粗面であること
を特徴とする請求項７に記載の基材。
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【請求項９】
　それぞれ対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネー
トされる二つの第１の金属層と、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれ
ぞれ設けられる二つの第２の金属層と、からなるラミネート体であって、二つの前記第１
の補助誘電体層が二つの前記第１の金属層を覆う基材を用意する工程と、
　前記第２の金属層をパターニングすることにより内層回路層を形成する工程と、
　前記第１の補助誘電体層と前記内層回路層の上にビルドアップ構造を形成することによ
り全体構造を形成する工程であって、前記ビルドアップ構造は、少なくとも一つの第１の
誘電体層と、前記第１の誘電体層の上に形成される第１の回路層と、前記第１の誘電体層
に形成され前記第１の回路層と前記内層回路層に電気的に接続される複数の第１の導電ビ
アと、を含む工程と、
　を含むことを特徴とするパッケージ基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記第１の金属層の前記第１の表面は平滑面であり、前記第２の表面は粗面であること
を特徴とする請求項９に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記基材の製造方法は、
　それぞれ対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネー
トされる二つの第１の金属層を提供する工程と、
　前記第１の金属層の前記第２の表面の上に前記第１の補助誘電体層をラミネートする工
程と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上に前記第２の金属層をラミネートし、これ
らの前記第１の金属層、前記第１の補助誘電体層、及び前記第２の金属層を圧着させるこ
とにより、二つの前記第１の補助誘電体層を一体に結合させ、二つの前記第１の金属層を
覆う工程と、
　を含むことを特徴とする請求項９に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１２】
　切断ラインが前記第１の金属層を通るように前記全体構造のエッジを切断し、前記第１
の金属層の各々を分離させることにより、二つの基礎基板を形成する工程をさらに含むこ
とを特徴とする請求項９に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記ビルドアップ構造の最外層の前記第１の回路層はさらに複数の第１の電気接触パッ
ドを有し、前記ビルドアップ構造の上に第１の絶縁保護層が形成され、前記第１の絶縁保
護層には前記第１の電気接触パッドの各々を露出させるための複数の第１の絶縁保護層開
孔が形成されることを特徴とする請求項１２に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記第１の金属層をパターニングすることにより第２の回路層を形成し、前記第１の補
助誘電体層には前記内層回路層と前記第２の回路層に電気的に接続される複数の第２の導
電ビアを形成する工程をさらに含み、
　前記第２の回路層はさらに複数の第２の電気接触パッドを有し、前記第１の補助誘電体
層の上には第２の絶縁保護層を形成し、前記第２の絶縁保護層には前記第２の電気接触パ
ッドの各々を露出させるための複数の第２の絶縁保護層開孔が形成されることを特徴とす
る請求項１２に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記ビルドアップ構造の最外層の前記第１の回路層はさらに複数の第１の電気接触パッ
ドを有し、
　前記ビルドアップ構造の上に第１の絶縁保護層を形成し、前記第１の絶縁保護層には前
記第１の電気接触パッドの各々を露出させるための複数の第１の絶縁保護層開孔を形成す
る工程と、
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　切断ラインが前記第１の金属層を通るように前記全体構造のエッジを切断する工程と、
　前記第１の金属層の各々を分離させることにより、二つの基礎基板を形成する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項９に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記第１の金属層を除去することにより前記第１の補助誘電体層を露出させ、前記第１
の補助誘電体層には前記内層回路層の一部を露出させる複数の開孔を形成する工程をさら
に含むことを特徴とする請求項１５に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１７】
　それぞれ対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネー
トされる二つの第１の金属層と、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれ
ぞれ設けられる二つの第２の金属層と、からなるラミネート体であであって、二つの前記
第１の補助誘電体層が二つの前記第１の金属層を覆う基材を用意する工程と、
　前記第２の金属層をパターニングすることにより内層回路層を形成し、前記第１の補助
誘電体層には前記内層回路層と前記第１の金属層に電気的に接続される複数の内層導電ビ
アを形成する工程と、
　前記第１の補助誘電体層と前記内層回路層の上にビルドアップ構造を形成し、前記ビル
ドアップ構造が、少なくとも一つの第１の誘電体層と、前記第１の誘電体層の上に形成さ
れる第１の回路層と、前記第１の誘電体層に形成され前記第１の回路層と前記内層回路層
に電気的に接続される複数の第１の導電ビアと、を含み、前記ビルドアップ構造の最外層
の前記第１の回路層が複数の第１の電気接触パッドを有する工程と、
　前記ビルドアップ構造の上に第１の絶縁保護層を形成することにより全体構造を形成し
、前記第１の絶縁保護層には前記第１の電気接触パッドの各々を露出させるための複数の
第１の絶縁保護層開孔を形成する工程と、
　切断ラインが前記第１の金属層を通るように前記全体構造のエッジを切断する工程と、
　前記第１の金属層の各々を分離させることにより、二つの基礎基板を形成する工程と、
　を含むことを特徴とするパッケージ基板の製造方法。
【請求項１８】
　前記第１の金属層の前記第１の表面は平滑面であり、前記第２の表面は粗面であること
を特徴とする請求項１７に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項１９】
　前記基材の製造方法は、
　それぞれ対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面でラミネートされる
二つの第１の金属層を提供する工程と、
　前記第１の金属層の前記第２の表面の上に前記第１の補助誘電体層をラミネートする工
程と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上に前記第２の金属層をラミネートし、これ
らの前記第１の金属層、前記第１の補助誘電体層、及び前記第２の金属層を圧着すること
により、二つの前記第１の補助誘電体層を一体に結合させ、二つの前記第１の金属層を覆
う工程と、
　を含むことを特徴とする請求項１７に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１の金属層の一部を除去することにより、前記導電内層ビアの各々に接続される
複数の金属バンプを形成することを特徴とする請求項１７に記載のパッケージ基板の製造
方法。
【請求項２１】
　前記第１の金属層の一部を除去することにより、前記第１の補助誘電体層の上に金属支
持フレームを形成することを特徴とする請求項２０に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２２】
　それぞれ対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネー
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トされる二つの第１の金属層と、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれ
ぞれ設けられる二つのコア層と、前記コア層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二
つの第２の補助誘電体層と、前記第２の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第２の金属層と、からなるラミネート体であって、二つの前記第１の補助誘
電体層が二つの前記第１の金属層を覆い、前記コア層の両表面にはそれぞれ第１の電気接
触パッドと第２の電気接触パッドを複数有し、前記第２の電気接触パッドが前記第１の補
助誘電体層の上にあるようにする基材を用意する工程と、
　前記第２の金属層をパターニングすることにより内層回路層を形成し、前記第２の補助
誘電体層には前記内層回路層と前記第１の電気接触パッドに電気的に接続される複数の内
層導電ビアを形成する工程と、
　前記第２の補助誘電体層と前記内層回路層の上にビルドアップ構造を形成することによ
り全体構造を形成し、前記ビルドアップ構造が、少なくとも一つの第１の誘電体層と、前
記第１の誘電体層の上に形成される第１の回路層と、前記第１の誘電体層に形成され前記
第１の回路層と前記内層回路層に電気的に接続される複数の第１の導電ビアと、を含む工
程と、
　切断ラインが前記第１の金属層を通るように前記全体構造のエッジを切断する工程と、
　前記第１の金属層の各々を分離させることにより、二つの基礎基板を形成する工程と、
　を含むことを特徴とするパッケージ基板の製造方法。
【請求項２３】
　前記第１の金属層の前記第１の表面は平滑面であり、前記第２の表面は粗面であること
を特徴とする請求項２２に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２４】
　前記基材の製造方法は、
　それぞれ対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネー
トされる二つの第１の金属層と、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれ
ぞれ設けられる二つのコア層と、前記コア層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二
つの第２の補助誘電体層と、前記第２の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第２の金属層を提供する工程と、
　これらの前記第１の金属層、前記第１の補助誘電体層、前記コア層、前記第２の補助誘
電体層、及び前記第２の金属層を圧着することにより、二つの前記第１の補助誘電体層を
一体に結合させ二つの前記第１の金属層を被覆させ、前記第２の電気接触パッドを前記第
１の補助誘電体層の表面に嵌め込む工程と、
　を含むことを特徴とする請求項２２に記載のパッケージ基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記ビルドアップ構造の最外層の前記第１の回路層は、さらに複数の第１の電気接触パ
ッドを有し、前記ビルドアップ構造の上に第１の絶縁保護層を形成し、前記第１の絶縁保
護層には前記第１の電気接触パッドの各々を露出させるための複数の第１の絶縁保護層開
孔を形成する工程を含むことを特徴とする請求項２２に記載のパッケージ基板の製造方法
。
【請求項２６】
　前記第１の金属層をパターニングすることにより第２の回路層を形成し、前記第１の補
助誘電体層には前記第２の電気接触パッドと前記第２の回路層に電気的に接続される複数
の第２の導電ビアを形成し、前記第２の回路層が複数の第２の電気接触パッドを有し、前
記第１の補助誘電体層の上に第２の絶縁保護層を形成し、前記第２の絶縁保護層に前記第
２の電気接触パッドの各々を露出させるための複数の第２の絶縁保護層開孔を形成する工
程を含むことを特徴とする請求項２２に記載のパッケージ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、パッケージ基板（ｐａｃｋａｇｅ　ｓｕｂｓｔｒａｔｅ）及びその製造方法
、並びにその基材に関し、特に、低コストのパッケージ基板及びその製造方法、並びにそ
の基材に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　電子産業の急速な発展に伴い、電子製品も多機能化、高性能化が進んでいる。より多く
の能動素子、受動素子、及び配線を接続することで半導体パッケージの高集積化（ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｉｏｎ）及び小型化（ｍｉｎｉａｔｕｒｉｚａｔｉｏｎ）などのパッケージの
要求を満たすべく、半導体パッケージ基板は両面回路基板から多層回路基板（ｍｕｌｔｉ
－ｌａｙｅｒ　ｂｏａｒｄ）へと革新を遂げている。これにより、限られたスペースにお
いて、層間接続（Ｉｎｔｅｒｌａｙｅｒ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）技術により、半導体パ
ッケージ基板において利用可能なレイアウト面積を増加させ、高密度レイアウトの集積回
路（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）の需要に対応し、且つパッケージ基板の厚
さを低減し、パッケージの軽薄短小化、電気性能の向上などの目的を達成している。
【０００３】
　従来の技術において、多層回路基板は、コア板及びそのコア板の両面に対称的に形成さ
れたビルドアップ構造からなる。しかしながら、コア板を使用すると、リード線の長さ及
び全体構造の厚さが増加し、電子製品の機能を向上させつつ体積を低減していくという要
求を満たし難い。そこで、コアレス（ｃｏｒｅｌｅｓｓ）構造の回路基板が開発されるに
至った。これにより、リード線の長さ及び全体構造の厚さを低減することができるため、
高周波化と小型化の流れに対応することが可能となっている。
【０００４】
　図１Ａ乃至図１Ｆは従来のパッケージ基板及びその製造方法を示す断面図である。
【０００５】
　図１Ａに示すように、先ず、載置基板１０を用意する。この載置基板１０の両面には薄
膜金属層１１、離型層１２、及びキャリア金属層１３が順に設けられる。
【０００６】
　図１Ｂに示すように、キャリア金属層１３の上に第１の誘電体層１４が形成される。
【０００７】
　図１Ｃに示すように、第１の誘電体層１４にはフォトリソグラフィー（ｐｈｏｔｏｌｉ
ｔｈｏｇｒａｐｈｙ）あるいはレーザアブレーション（ｌａｓｅｒ ａｂｌａｔｉｏｎ）
のプロセスで複数のビア１４０が形成された後、これらのビア１４０に露出されたキャリ
ア金属層１３の一部の表面に、エッチングによって複数の凹部（ｃｏｎｃａｖｅ）１３０
が形成される。
【０００８】
　図１Ｄに示すように、各凹部１３０及び各凹部１３０に対応するビア１４０の中に半田
バンプ（ｓｏｌｄｅｒ ｂｕｍｐ）１４１ａと第１の導電コンタクト１４１ｂが順に形成
される。第１の誘電体層１４の上には第１の導電コンタクト１４１ｂに電気的に接続され
る第１の回路層１４２が形成される。そして、第１の誘電体層１４の上にビルドアップ構
造１５が形成される。ビルドアップ構造１５は、少なくとも一つの第２の誘電体層１５１
、第２の誘電体層１５１の上に設けられた第２の回路層１５２、及び第２の誘電体層１５
１に設けられ第１の回路層１４２と第２の回路層１５２に電気的に接続された複数の第２
の導電ビア１５３を含む。ビルドアップ構造１５の最外層にある第２の回路層１５２は複
数の電気接触パッド１５４を有する。そして、ビルドアップ構造１５の最外層には絶縁保
護層１６が形成される。絶縁保護層１６には各電気接触パッド１５４を露出させるための
複数の絶縁保護層開孔１６０が形成される。
【０００９】
　図１Ｅに示すように、離型層１２により、キャリア金属層１３から分離させることで、
以降の工程で製作したパッケージ基板を載置基板１０から分離させる。
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【００１０】
　図１Ｆに示すように、以降の工程で半導体チップ（図示せず）を接続するために、キャ
リア金属層１３を除去することで第１の誘電体層１４の表面に突出する複数の半田バンプ
１４１ａが形成される。
【００１１】
　上述のように、従来のパッケージ基板の製造方法は、先ず、載置基板１０の両側に両面
の表面とも金属層が設けられる離型層１２がそれぞれ形成され、次に、この構造の両側の
金属層の上にビルドアップ構造１５がそれぞれ形成され、最後に、離型層１２とキャリア
金属層１３の界面に沿って両側のビルドアップ構造を分離させることで二つのパッケージ
基板を形成する。
【００１２】
　しかしながら、従来の製造方法は両側の構造を一時的に支持するように載置基板１０と
薄膜金属層１１を形成することが必要であるため、プロセスが複雑になり、さらに、最後
には中間層である一時キャリア（載置基板１０、両層の薄膜金属層１１、及び両層の離型
層１２を含む）を除去して捨てなければならないため、材料の無駄が甚だしくなり、製造
コストが増加する等の問題があった。
【００１３】
　従って、こうした状況に鑑み、従来技術のパッケージ基板の製造方法において、中間層
である一時キャリアに離型層又は接着層を形成しながら最後に中間層である一時キャリア
を捨てなければいけないことによるコストの無駄及びプロセスの複雑化などの問題を如何
にして回避するかが、解決が待たれる極めて重要な課題となっている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、従来技術のパッケー
ジ基板の製造方法における、中間層である一時キャリアに離型層又は接着層を形成しなが
ら最後に中間層である一時キャリアを捨てなければいけないことによるコストの無駄及び
プロセスの複雑化などの問題を解決することができるパッケージ基板及びその製造方法、
並びにその基材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の目的及び他の目的を達成するために、本発明は、
　一方の表面に内層回路層が設けられ、前記内層回路層に電気的に接続される複数の内層
導電ビアが設けられた第１の補助誘電体層と、
　前記第１の補助誘電体層の他方の表面の上に設けられ、前記内層導電ビアの各々に接続
された金属バンプであって、前記内層導電ビアの電気的に接続された一端の孔径が、前記
内層導電ビアの前記金属バンプが電気的に接続された一端の孔径より大きいようにする複
数の金属バンプと、
　前記第１の補助誘電体層と前記内層回路層の上に設けられ、少なくとも一つの第１の誘
電体層、前記第１の誘電体層の上に設けられた第１の回路層と、前記第１の誘電体層に設
けられ前記第１の回路層と前記内層回路層に電気的に接続される複数の第１の導電ビアと
、を含むビルドアップ構造であって、このビルドアップ構造の最外層の第１の回路層が複
数の第１の電気接触パッドを有するビルドアップ構造と、
　前記ビルドアップ構造の上に設けられ、前記第１の電気接触パッドの各々を露出させる
ための複数の第１の絶縁保護層開孔を有する第１の絶縁保護層と、
　を備えるパッケージ基板を提供する。
【００１６】
　前記パッケージ基板において、前記金属バンプはソルダーバンプパッドであり、フリッ
プチップパッケージ（ｆｌｉｐ ｃｈｉｐ ｐａｃｋａｇｅ）の電気的接続に用いられる。
あるいは、前記パッケージ基板において、前記金属バンプはヒートシンク及びその周囲に
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設けられる複数のボンディングパッド（ｂｏｎｄｉｎｇ ｐａｄ）であり、前記ボンディ
ングパッドはボンディングパッケージの電気的接続に用いられる。さらに金属支持フレー
ムを含むことが好ましい。
【００１７】
　本発明は、
　対向してラミネートされ、対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で
相互に結合する二つの第１の金属層と、
　前記第１の金属層の第２の表面の上にそれぞれ設けられ、二つの前記第１の金属層を覆
う二つの第１の補助誘電体層と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の金属層
と、
　を含む基材を提供する。
【００１８】
　前記基材において、前記第１の金属層の前記第１の表面は平滑面であり、前記第２の表
面は粗面である。
【００１９】
　又、本発明は、
　対向してラミネートされ、対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で
相互的に結合する二つの第１の金属層と、
　前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設けられ、二つの前記第１の金属層
を覆う二つの第１の補助誘電体層と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つのコア層と、
　前記コア層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の補助誘電体層と、
　前記第２の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の金属層
と、を含む基材を提供する。
【００２０】
　前記基材において、前記第１の金属層の前記第１の表面は平滑面であり、前記第２の表
面は粗面である。
【００２１】
　本発明は、
　対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネートされる
二つの第１の金属層と、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設けられる二
つの第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第２の金属層と、からなるラミネート体でああって、二つの前記第１の補助
誘電体層が二つの前記第１の金属層を覆う基材を用意する工程と、
　前記第２の金属層をパターニングすることにより内層回路層を形成する工程と、
　前記第１の補助誘電体層と前記内層回路層の上にビルドアップ構造を形成することによ
り全体構造を形成する工程であって、前記ビルドアップ構造は、少なくとも一つの第１の
誘電体層と、前記第１の誘電体層の上に形成される第１の回路層と、前記第１の誘電体層
に形成され前記第１の回路層と前記内層回路層に電気的に接続される複数の第１の導電ビ
アと、を少なくとも含む工程と、
　を含むパッケージ基板の製造方法を提供する。
【００２２】
　前記パッケージ基板の製造方法において、前記基材の製造方法は、
　対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネートされる
二つの第１の金属層を提供する工程と、
　前記第１の金属層の前記第２の表面の上に前記第１の補助誘電体層をラミネートする工
程と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上に前記第２の金属層をラミネートし、これ
らの前記第１の金属層、前記第１の補助誘電体層、及び前記第２の金属層を圧着すること
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により、二つの前記第１の補助誘電体層を一体に結合させ、二つの前記第１の金属層を覆
う工程と、
　を含む。
【００２３】
　前記パッケージ基板の製造方法は、切断ラインが前記第１の金属層を通すように前記全
体構造のエッジを切断し、前記第１の金属層の各々を分離することにより、二つの基礎基
板を形成する工程をさらに含む。前記パッケージ基板の製造方法において、前記ビルドア
ップ構造の最外層の第１の回路層はさらに複数の第１の電気接触パッドを有し、前記ビル
ドアップ構造の上に第１の絶縁保護層が形成され、前記第１の絶縁保護層には前記第１の
電気接触パッドの各々を露出させるための複数の第１の絶縁保護層開孔が形成される。前
記パッケージ基板の製造方法において、前記第１の金属層をパターニングすることにより
第２の回路層を形成し、前記第１の補助誘電体層には前記内層回路層と前記第２の回路層
に電気的に接続される複数の第２の導電ビアを形成する工程をさらに含み、前記第２の回
路層はさらに複数の第２の電気接触パッドを有し、前記第１の補助誘電体層の上には第２
の絶縁保護層を形成し、前記第２の絶縁保護層には前記第２の電気接触パッドの各々を露
出させるための複数の第２の絶縁保護層開孔が形成される。
【００２４】
　前記パッケージ基板の製造方法の他の実施の態様において、前記ビルドアップ構造の最
外層の第１の回路層はさらに複数の第１の電気接触パッドを有し、前記ビルドアップ構造
の上に第１の絶縁保護層を形成し、前記第１の絶縁保護層には前記第１の電気接触パッド
の各々を露出させるための複数の第１の絶縁保護層開孔を形成する工程と、切断ラインが
前記第１の金属層を通るように前記全体構造のエッジを切断する工程と、前記第１の金属
層の各々を分離することにより、二つの基礎基板を形成する工程をさらに含む。前記パッ
ケージ基板の製造方法において、前記第１の金属層を除去することにより前記第１の補助
誘電体層を露出させ、前記第１の補助誘電体層に内層回路層の一部を露出させる複数の開
孔を形成する工程をさらに含む。
【００２５】
　又、本発明は、
　対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネートされる
二つの第１の金属層と、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設けられる二
つの第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第２の金属層と、からなるラミネート体でああって、二つの前記第１の補助
誘電体層が二つの前記第１の金属層を覆う基材を用意する工程と、
　前記第２の金属層をパターニングすることにより内層回路層を形成し、前記第１の補助
誘電体層に前記内層回路層と前記第１の金属層に電気的に接続される複数の内層導電ビア
を形成する工程と、
　前記第１の補助誘電体層と前記内層回路層の上にビルドアップ構造を形成し、前記ビル
ドアップ構造が、少なくとも一つの第１の誘電体層と、前記第１の誘電体層の上に形成さ
れる第１の回路層と、前記第１の誘電体層に形成され前記第１の回路層と前記内層回路層
に電気的に接続される複数の第１の導電ビアとを含み、前記ビルドアップ構造の最外層の
前記第１の回路層が複数の第１の電気接触パッドを有する工程と、
　前記ビルドアップ構造の上に第１の絶縁保護層を形成することにより全体構造を形成し
、前記第１の絶縁保護層に前記第１の電気接触パッドの各々を露出させるための複数の第
１の絶縁保護層開孔を形成する工程と、
　切断ラインが前記第１の金属層を通るように前記全体構造のエッジを切断する工程と、
　前記第１の金属層の各々を分離することにより、二つの基礎基板を形成する工程と、
　を含むパッケージ基板の製造方法を提供する。
【００２６】
　前記パッケージ基板の製造方法において、前記基材の製造方法は、
　対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネートされる
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二つの第１の金属層を提供する工程と、
　前記第１の金属層の前記第２の表面の上に前記第１の補助誘電体層をラミネートする工
程と、
　前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上に前記第２の金属層をラミネートし、これ
らの前記第１の金属層、前記第１の補助誘電体層、及び前記第２の金属層を圧着すること
により、二つの前記第１の補助誘電体層を一体に結合させ、二つの前記第１の金属層を覆
う工程と、を含む。
【００２７】
　前記パッケージ基板の製造方法において、前記第１の金属層の一部を除去することによ
り、前記内層ビアの各々に接続される複数の金属バンプ及び／又は金属支持フレームを形
成する工程を含む。
【００２８】
　又、本発明は、
　対向する第１の表面と第２の表面を有し前記第１の表面で対向してラミネートされる二
つの第１の金属層と、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設けられる二つ
の第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けら
れる二つのコア層と、前記コア層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の
補助誘電体層と、前記第２の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つ
の第２の金属層と、からなるラミネート体でああって、二つの前記第１の補助誘電体層が
二つの前記第１の金属層を覆い、前記コア層の両表面には第１の電気接触パッドと第２の
電気接触パッドを複数有し、前記第２の電気接触パッドが前記第１の補助誘電体層の上に
あるようにする基材を用意する工程と、
　前記第２の金属層をパターニングすることにより内層回路層を形成し、前記第２の補助
誘電体層には前記内層回路層と前記第１の電気接触パッドに電気的に接続される複数の内
層導電ビアを形成する工程と、
　前記第２の補助誘電体層と前記内層回路層の上にビルドアップ構造を形成することによ
り全体構造を形成し、前記ビルドアップ構造が、少なくとも一つの第１の誘電体層と、前
記第１の誘電体層の上に形成される第１の回路層と、前記第１の誘電体層に形成され前記
第１の回路層と前記内層回路層に電気的に接続される複数の第１の導電ビアを含む工程と
、
　切断ラインが前記第１の金属層を通るように前記全体構造のエッジを切断する工程と、
　前記第１の金属層の各々を分離することにより、二つの基礎基板を形成する工程と、
　を含むパッケージ基板の製造方法を提供する。
【００２９】
　前記パッケージ基板の製造方法において、前記基材の製造方法は、
　対向する第１の表面と第２の表面を有し、前記第１の表面で対向してラミネートする二
つの第１の金属層、前記第１の金属層の前記第２の表面の上にそれぞれ設けられる二つの
前記第１の補助誘電体層と、前記第１の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設け
られる二つのコア層、前記コア層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２の
補助誘電体層、及び前記第２の補助誘電体層が露出した表面の上にそれぞれ設けられる二
つの第２の金属層を提供する工程と、
　これらの前記第１の金属層、前記第１の補助誘電体層、前記コア層、前記第２の補助誘
電体層、及び前記第２の金属層を圧着することにより、二つの前記第１の補助誘電体層を
一体に結合させ二つの前記第１の金属層を覆い、前記第２の電気接触パッドを前記第１の
補助誘電体層の表面に嵌め込む工程と、
　を含む。
【００３０】
　前記パッケージ基板の製造方法において、前記ビルドアップ構造の最外層の第１の回路
層はさらに複数の第１の電気接触パッドを有し、前記ビルドアップ構造の上に第１の絶縁
保護層を形成し、前記第１の絶縁保護層に前記第１の電気接触パッドの各々を露出させる
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ための複数の第１の絶縁保護層開孔を形成する工程を含む。
【００３１】
　前記パッケージ基板の製造方法は、前記第１の金属層をパターニングすることにより第
２の回路層を形成し、前記第１の補助誘電体層に前記第２の電気接触パッドと前記第２の
回路層に電気的に接続される複数の第２の導電ビアを形成し、前記第２の回路層が複数の
第２の電気接触パッドを有し、前記第１の補助誘電体層の上に第２の絶縁保護層を形成し
、前記第２の絶縁保護層に前記第２の電気接触パッドの各々を露出させるための複数の第
２の絶縁保護層開孔を形成する工程を含む。
【００３２】
　上記三つのパッケージ基板の製造方法において、前記第１の金属層の第１の表面は平滑
面であり、第２の表面は粗面である。
【発明の効果】
【００３３】
　上述のように、本発明に係るパッケージ基板は、先ず、二層の金属層をラミネートし、
補助誘電体層で両層の金属層を覆い、次に、補助誘電体層の両側にビルドアップ構造をそ
れぞれ形成し、最後に二層の金属層の界面に沿って両側のビルドアップ構造を分離するこ
とにより二つのパッケージ基板を形成するものである。本発明は、最初に補助誘電体層の
粘着特性によって中間層である二層の金属層をビルドアップ構造の形成過程にて分離させ
ず、最後に二層の金属層の周囲の補助誘電体層の一部を切断することにより、二層の金属
層を円滑に分離させ、プロセスを簡略化することができる。又、中間層である二層の金属
層をパターニングすることにより、回路層、金属バンプ又は支持構造を形成することがで
きるため、従来技術のパッケージ基板の製造方法が中間層である一時キャリアに離型層又
は接着層を形成しながら最後に中間層である一時キャリアを捨てなければいけないことに
よるコストの無駄及びプロセスの複雑化などの問題を回避することができる。従って、本
発明は無駄を省き、プロセスとコストを低減することができる。
【００３４】
　又、本発明に係るパッケージ基板は、従来技術におけるソルダーレジスト層開孔に露出
される電気接触パッドの代わりに、金属バンプがパッケージ基板のチップ実装側の表面の
上に突出するため、ソルダーレジスト層に関するプロセスを省略できるだけでなく、ソル
ダーレジスト層開孔の電気接触パッドの上に半田バンプを形成することも回避できるため
、さらにコストダウンと歩留まりの向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１Ａ】従来のパッケージ基板及びその製造方法を模式的に示す断面図である。
【図１Ｂ】従来のパッケージ基板及びその製造方法を模式的に示す断面図である。
【図１Ｃ】従来のパッケージ基板及びその製造方法を模式的に示す断面図である。
【図１Ｄ】従来のパッケージ基板及びその製造方法を模式的に示す断面図である。
【図１Ｅ】従来のパッケージ基板及びその製造方法を模式的に示す断面図である。
【図１Ｆ】従来のパッケージ基板及びその製造方法を模式的に示す断面図である。
【図２Ａ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第１の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図２Ｂ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第１の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図２Ｃ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第１の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図２Ｄ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第１の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図２Ｅ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第１の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図２Ｆ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第１の実施例を模式的に示す
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断面図である。
【図３Ａ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第２の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図３Ｂ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第２の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図３Ｃ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第２の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図３Ｄ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第２の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図４Ａ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図４Ｂ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図４Ｃ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図４Ｄ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図４Ｅ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図４Ｆ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図４Ｇ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である図４Ｅの他の実施態様である。
【図４Ｈ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を模式的に示す
断面図である図４Ｆの他の実施態様である。
【図５Ａ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図５Ｂ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図５Ｃ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図５Ｄ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図５Ｅ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図５Ｆ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を模式的に示す
断面図である。
【図５Ｇ】本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を模式的に示す
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、具体的な実施例によって本発明の実施形態を説明する。当業者は本明細書に記載
の内容から本発明のその他の利点や効果を容易に理解することができる。
【００３７】
　又、本発明の全ての実施例において、各回路層の製造方法は煩雑で、その具体的な実施
方法も従来の技術であるため、ここではその説明を省略する。
【００３８】
［第１の実施例］
　図２Ａ乃至図２Ｆは、本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第１の実施例を
模式的に示す断面図である。
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【００３９】
　図２Ａに示すように、それぞれ対向する第１の表面２０１ａ、２０１ｂと第２の表面２
０２ａ、２０２ｂを有し第１の表面２０１ａ、２０１ｂで相互にラミネートされる二つの
第１の金属層２０ａ、２０ｂと、この第１の金属層２０ａ、２０ｂの第２の表面２０２ａ
、２０２ｂの上にそれぞれ設けられる二つの第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂと、この
第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂが露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第２
の金属層２２ａ、２２ｂとを用意する。充分な剛性を提供するために、第２の金属層２２
ａ、２２ｂの厚さを第１の金属層２０ａ、２０ｂより厚くする。
【００４０】
　本実施例において、第１の表面２０１ａ、２０１ｂは平滑面であり、第２の表面２０２
ａ、２０２ｂは粗面である。
【００４１】
　図２Ｂに示すように、これらの第１の金属層２０ａ、２０ｂ、第１の補助誘電体層２１
ａ、２１ｂ、及び第２の金属層２２ａ、２２ｂを圧着することで、二つの第１の補助誘電
体層２１ａ、２１ｂを一体に結合し最内部にある二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂを覆
うようにし、それにより、一つの基材を形成する。二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂは
第１の表面２０１ａ、２０１ｂで互いに接触する。
【００４２】
　図２Ｃに示すように、第２の金属層２２ａ、２２ｂをパターニングすることにより内層
回路層２２１ａ、２２１ｂを形成し、第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂと内層回路層２
２１ａ、２２１ｂの上にビルドアップ構造２３ａ、２３ｂを形成する。ビルドアップ構造
２３ａ、２３ｂは、少なくとも一つの第１の誘電体層２３１ａ、２３１ｂと、この第１の
誘電体層２３１ａ、２３１ｂの上に形成される第１の回路層２３２ａ、２３２ｂと、第１
の誘電体層２３１ａ、２３２ｂに形成され内層回路層２２１ａ、２２１ｂと第１の回路層
２３２ａ、２３２ｂに電気的に接続される複数の導電ビア２３３ａ、２３３ｂとを含む。
【００４３】
　図２Ｄに示すように、上述の全体構造のエッジに沿って切断し、且つ切断ライン２４は
第１の金属層２０ａ、２０ｂを通る。
【００４４】
　図２Ｅに示すように、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂは二つの第１の補助誘電体層
２１ａ、２１ｂによって覆われて結合されるため、切断ライン２４で切断した後、二つの
第１の金属層２０ａ、２０ｂを互いに分離させることにより二つの基礎基板が得られる。
以降の工程については基礎基板を用いて説明する。
【００４５】
　図２Ｆに示すように、ビルドアップ構造２３ａの最外層の第１の回路層２３２ａは複数
の第１の電気接触パッド２３４ａを有する。又、ビルドアップ構造２３ａの最外層の上に
は例えばソルダーレジスト層である第１の絶縁保護層２５ａを形成し、第１の絶縁保護層
２５ａには各第１の電気接触パッド２３４ａを露出させるための複数の第１の絶縁保護層
開孔２５０ａが形成される。又、第１の金属層２０ａをパターニングすることにより第１
の補助誘電体層２１ａの上に第２の回路層２６１ａを形成し、第１の補助誘電体層２１ａ
には内層回路層２２１ａと第２の回路層２６１ａに電気的に接続される複数の第２の導電
ビア２６２ａを形成する。第２の回路層２６１ａはさらに複数の第２の電気接触パッド２
６３ａを有する。又、第１の補助誘電体層２１ａと第２の回路層２６１ａの上に例えばソ
ルダーレジスト層である第２の絶縁保護層２７ａを形成し、この第２の絶縁保護層２７ａ
には各第２の電気接触パッド２６３ａを露出させるための複数の第２の絶縁保護層開孔２
７０ａを形成する。
【００４６】
　又、第１の電気接触パッド２３４ａと第２の電気接触パッド２６３ａの上に表面処理層
３５を形成し、本発明に係るパッケージ基板を製作した。表面処理層３５は、例えば、プ
リフラックス（ＯＳＰ；ｏｒｇａｎｉｃ ｓｏｌｄｅｒａｂｉｌｉｔｙ ｐｒｅｓｅｒｖａ
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ｔｉｖｅｓ）、無電解ニッケル／無電解パラジウム／置換金（ＥＮＥＰＩＧ；Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｌｅｓｓ Ｎｉｃｋｅｌ Ｅｌｅｃｔｒｏｌｅｓｓ Ｐａｌｌａｄｉｕｍ Ｉｍｍｅｒｓ
ｉｏｎ Ｇｏｌｄ）、置換スズ（ＩＴ、Ｉｍｍｅｒｓｉｏｎ Ｔｉｎ）などであってよい。
又、各第１の電気接触パッド２３４ａは半導体チップ（図示せず）を接続するためのもの
であり、各第２の電気接触パッド２６３ａはプリント配線基板（図示なし）を接続するた
めのものである。
【００４７】
　又、本発明の実施例はコアレスのパッケージ基板の製作に用いられる基材を提供する。
図２Ｂに示すように、基材は、対向する第１の表面２０１ａ、２０１ｂと第２の表面２０
２ａ、２０２ｂをそれぞれ有し、第１の表面２０１ａ、２０１ｂで対向してラミネートさ
れる二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂと、この第１の金属層２０ａ、２０ｂの第２の表
面２０２ａ、２０２ｂの上にそれぞれ設けられる二つの第１の誘電体層２１ａ、２１ｂと
、この第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂが露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つ
の第２の金属層２２ａ、２２ｂと、からなるラミネート体であり、二つの第１の補助誘電
体層２１ａ、２１ｂは一体に結合され、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂを覆う。
【００４８】
　上述の基材において、第１の表面２０１ａ、２０１ｂは平滑面であり、第２の表面２０
２ａ、２０２ｂは粗面である。
【００４９】
［第２の実施例］
　図３Ａ乃至図３Ｄは、本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第２の実施例を
模式的に示す断面図である。
【００５０】
　図３Ａに示すように、図２Ｃの製造方法に続けて、ビルドアップ構造２３ａ、２３ｂの
最外層の第１の回路層２３２ａ、２３２ｂは、さらに複数の第１の電気接触パッド２３４
ａ、２３４ｂを有する。又、ビルドアップ構造２３ａ、２３ｂの最外層の上に例えばソル
ダーレジスト層である第１の絶縁保護層２５ａ、２５ｂを形成し、第１の絶縁保護層２５
ａ、２５ｂには各第１の電気接触パッド２３４ａ、２３４ｂを露出させるための複数の第
１の絶縁保護層開孔２５０ａ、２５０ｂを形成する。
【００５１】
　図３Ｂに示すように、上述の全体構造のエッジに沿って切断し、且つ切断ライン２４は
第１の金属層２０ａ、２０ｂを通す。
【００５２】
　図３Ｃに示すように、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂは二つの第１の補助誘電体層
２１ａ、２１ｂによって覆われて結合されるため、切断ライン２４で切断した後、二つの
第１の金属層２０ａ、２０ｂを互いに分離させることにより、二つの基礎基板が得られる
。以降の工程についてはその中の一つの基礎基板を用いて説明する。
【００５３】
　図３Ｄに示すように、第１の金属層２０ａを除去することにより、第１の補助誘電体層
２１ａを露出させる。第１の補助誘電体層２１ａには内層回路層２２１ａの一部を露出さ
せるための開孔２１０ａを形成する。露出させた内層回路層２２１ａは第３の電気接触パ
ッド２２１０として機能する。第１の電気接触パッド２３４ａと第３の電気接触パッド２
２１０の上に表面処理層３５を形成する。これにより、本発明に係るパッケージ基板を製
作した。又、各第１の電気的コンタクト２３４ａは半導体チップ（図示せず）を接続する
ためのものであり、各第３の電気接触パッド２２１０はプリント配線基板（図示せず）を
接続するためのものである。
【００５４】
［第３の実施例］
　図４Ａ乃至図４Ｆは、本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第３の実施例を
模式的に示す断面図である。図４Ｇと図４Ｈは本実施例の他の実施態様を示す。
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【００５５】
　図４Ａに示すように、図２Ｂの製造方法に続けて、第２の金属層２２ａ、２２ｂをパタ
ーニングすることにより、内層回路層３０１ａ、３０１ｂを形成する。第１の補助誘電体
層２１ａ、２１ｂには内層回路層３０１ａ、３０１ｂと第１の金属層２０ａ、２０ｂに電
気的に接続される複数の内層導電ビア３０２ａ、３０２ｂを形成する。第１の補助誘電体
層２１ａ、２１ｂと内層回路層３０１ａ、３０１ｂの上にビルドアップ構造２３ａ、２３
ｂを形成する。ビルドアップ構造２３ａ、２３ｂは、少なくとも一つの第１の誘電体層２
３１ａ、２３１ｂと、この第１の誘電体層２３１ａ、２３１ｂの上に形成される第１の回
路層２３２ａ、２３２ｂと、この第１の誘電体層２３１ａ、２３１ｂに形成され内装回路
層３０１ａ、３０１ｂと第１の回路層２３２ａ、２３２ｂに電気的に接続される複数の第
１の導電ビア２３３ａ、２３３ｂと、を含む。
【００５６】
　図４Ｂに示すように、ビルドアップ構造２３ａ、２３ｂの最外層の第１の回路層２３２
ａ、２３２ｂは、さらに複数の第１の電気接触パッド２３４ａ、２３４ｂを有する。ビル
ドアップ構造２３ａ、２３ｂの最外層の上に例えばソルダーレジスト層である第１の絶縁
保護層２５ａ、２５ｂを形成する。第１の絶縁保護層２５ａ、２５ｂには各第１の電気接
触パッド２３４ａ、２３４ｂを露出させるための複数の第１の絶縁保護層開孔２５０ａ、
２５０ｂをそれぞれ形成する。
【００５７】
　図４Ｃに示すように、上述の全体構造のエッジに沿って切断し、且つ切断ライン２４は
第１の金属層２０ａ、２０ｂを通す。
【００５８】
　図４Ｄに示すように、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂは二つの第１の補助誘電体層
２１ａ、２１ｂによって覆われて結合するため、切断ライン２４で切断した後、二つの第
１の金属層２０ａ、２０ｂを互いに分離させることにより、二つの基礎基板が得られる。
以降の工程についてはその中の一つの基礎基板を用いて説明する。
【００５９】
　図４Ｅに示すように、パターニングによって第１の金属層２０ｂの一部を除去すること
により、基礎基板の外周に金属支持フレーム２０３ｂを形成する。内層導電ビア３０２ｂ
の上には電気的に接続するための金属バンプ２００ｂを形成する。金属支持フレーム２０
３ｂ、金属バンプ２００ｂ、及び第１の電気接触パッド２３４ｂの上に表面処理層３５を
形成する。これにより、本発明に係るパッケージ基板を製作した。
【００６０】
　図４Ｆに示すように、パッケージ基板の上に半導体チップ３１を接着する。半導体チッ
プ３１の作用面には複数の電極パッド３１１を有する。これらの電極パッド３１１は半田
バンプ３２により各金属バンプ２００ｂに電気的に接続される。半導体チップ３１とパッ
ケージ基板の間に充填材料３４を形成する。各第１の電気接触パッド２３４ａの上の表面
処理層３５の上に半田ボール（ｓｏｌｄｅｒ ｂａｌｌ）３３を形成する。
【００６１】
　図４Ｇと図４Ｈは本実施例の他の態様を示す図である。金属バンプ２００ｂはボンディ
ングパッケージに用いられるボンディングパッドである。パターニングにより第１の金属
層２０ｂの一部を除去することにより、各内層導電ビア３０２ｂに接続される大面積のヒ
ートシンク２００ｂ’を形成する。各ボンディングパッドはヒートシンク２００ｂ’の周
囲にある。ヒートシンク２００ｂ’は半導体チップ３１の非作用面３１ｂに接着される。
図４Ｈに示すように、ヒートシンク２００ｂ’は半導体チップ３１の熱量を迅速に外部に
伝えることで、半導体チップ３１の温度の過剰な上昇を防ぐために用いられる。半導体チ
ップ３１の作用面３１ａは複数の電極パッド３１１を有する。これらの電極パッド３１１
はボンディングワイヤ３６を介してボンディングパッドとしての各金属バンプ２００ｂに
電気的に接続される。半導体チップ３１とパッケージ基板の上には半導体チップ３１、ボ
ンディングワイヤ３６、及び金属バンプ２００ｂを覆うモールド化合物（ｍｏｌｄｉｎｇ
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　ｃｏｍｐｏｕｎｄ）３７を形成する。各第１の電気接触パッド２３４ａの上の表面処理
層３５の上に半田ボール３３を形成する。
【００６２】
　又、本発明の実施例はパッケージ基板を提供する。図４Ｅと図４Ｇに示すように、パッ
ケージ基板は、第１の補助誘電体層２１ｂと、金属バンプ２００ｂと、ビルドアップ構造
２３と、例えばソルダーレジスト層である第１の絶縁保護層２５ｂと、を含む。第１の補
助誘電体層２１ｂは、一方の表面に内層回路層３０１ｂが設けられる。第１の補助誘電体
層２１ｂには内層回路層３０１ｂに電気的に接続される複数の内層導電ビア３０２が設け
られる。金属バンプ２００ｂは第１の補助誘電体層２１ｂの他方の表面に設けられ、各内
層導電ビア３０２ｂに接続される。ビルドアップ構造２３は第１の補助誘電体層２１ｂと
内層回路層３０１ｂの上に形成される。ビルドアップ構造２３ｂは、少なくとも一つの第
１の誘電体層２３１ｂと、この第１の誘電体層２３１ｂの上に設けられる第１の回路層２
３２ｂと、第１の誘電体層２３１ｂに設けられ内層回路層３０１ｂと第１の回路層２３２
ｂに電気的に接続される複数の第１の導電ビア２３３ｂと、を含む。ビルドアップ構造２
３ｂの最外層の第１の回路層２３２ｂはさらに複数の第１の電気接触パッド２３４ｂを有
する。第１の絶縁保護層２５ｂはビルドアップ構造２３ｂの最外層に設けられる。第１の
絶縁保護層２５ｂには各第１の電気接触パッド２３４ｂを露出させるための複数の第１の
絶縁保護層開孔２５０ｂが設けられる。内層導電ビア３０２ｂの内層回路層３０１ｂに電
気的に接続した一端の孔径は内層導電ビア３０２ｂの金属バンプ２００ｂに電気的に接続
した他端の孔径より大きい。
【００６３】
　図４Ｅに示すように、これらの金属バンプ２００ｂはフリップチップパッケージに用い
られるソルダーバンプバッドである。又は、図４Ｇに示すように、これらの金属バンプ２
００ｂはボンディングパッケージに用いられる。金属バンプ２００ｂは大面積のヒートシ
ンク２００ｂ’及びこのヒートシンク２００ｂ’の周囲にある複数のボンディングパッド
を含む。
【００６４】
　上述のパッケージ基板は、第１の補助誘電体層２１ｂの上に設けられる金属支持フレー
ム２０３ｂをさらに含む。
【００６５】
　図４Ｆは、図４Ｅに続けて、本発明を応用したパッケージ構造を示す。ここで、上述の
パッケージ基板の上に半導体チップ３１を接着する。半導体チップ３１の作用面は複数の
電極パッド３１１を有する。これらの電極パッド３１１は半田バンプ３２により各金属バ
ンプ２００ｂに電気的に接続される。半導体チップ３１とパッケージ基板の間に充填材料
３４を形成する。各第１の電気接触パッド２３４ｂの上の表面処理層３５の上に半田ボー
ル３５を形成する。
【００６６】
　図４Ｈは、図４Ｇに続けて、本発明を応用した他のパッケージ構造を示す。ここで、ヒ
ートシンク２００ｂ’の上には作用面３１ａと非作用面３１ｂを有する半導体チップ３１
を接着する。半導体チップ３１の非作用面３１ｂをヒートシンク２００ｂ’の上を接着す
る。半導体チップ３１の作用面３１ａは複数の電極パッド３１１を有する。これらの電極
パッド３１１はボンディングワイヤ３６を介してボンディングパッドとしての各金属バン
プ２００ｂに電気的に接続される。半導体チップ３１とパッケージ基板の上に半導体チッ
プ３１、ボンディングワイヤ３６、及び金属バンプ２００ｂを覆うためのモールド化合物
３７を形成する。各第１の電気接触パッド２３４ｂの上の表面処理層３５の上に半田ボー
ル３３を形成する。
【００６７】
［第４の実施例］
　図５Ａ乃至図５Ｇは、本発明に係るパッケージ基板及びその製造方法の第４の実施例を
模式的に示す断面図である。
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【００６８】
　図５Ａに示すように、それぞれ対向する第１の表面２０１ａ、２０１ｂと第２の表面２
０２ａ、２０２ｂを有し、第１の表面２０１ａ、２０１ｂで相互にラミネートされる二つ
の第１の金属層２０ａ、２０ｂと、第１の金属層２０ａ、２０ｂの第２の表面２０２ａ、
２０２ｂの上にそれぞれ設けられる二つの第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂと、第１の
補助誘電体層２１ａ、２１ｂが露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つのコア層２８
ａ、２８ｂと、コア層２８ａ、２８ｂが露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの第
２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂと、第２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂが露出した表面
の上にそれぞれ設けられる二つの第２の金属層２２ａ、２２ｂと、を用意する。コア層２
８ａ、２８ｂの対向する表面には複数の第１の電気接触パッド２８１ａ、２８１ｂと第２
の電気接触パッド２８２ａ、２８２ｂをそれぞれ有する。又、コア層２８ａ、２８ｂには
第１の電気接触パッド２８１ａ、２８１ｂと第２の電気接触パッド２８２ａ、２８２ｂに
電気的に接続される導電ビア２８３ａ、２８３ｂを有する。
【００６９】
　本実施例において、第１の表面２０１ａ、２０１ｂは平滑面であり、第２の表面２０２
ａ、２０２ｂは粗面である。
【００７０】
　図５Ｂに示すように、これらの第１の金属層２０ａ、２０ｂ、第１の補助誘電体層２１
ａ、２１ｂ、コア層２８ａ、２８ｂ、第２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂ、及び第２の金
属層２２ａ、２２ｂを圧着することにより、二つの第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂを
一体に結合し、最内部にある第１の金属層２０ａ、２０ｂを覆い、且つ二つの第１の金属
層２０ａ、２０ｂが第１の表面で互いに接触し、第１の電気接触パッド２８１ａ、２８１
ｂが第２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂに嵌め込まれ、第２の電気接触パッド２８２ａ、
２８２ｂが第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂに嵌め込まれる。これにより、一つの基材
として形成される。
【００７１】
　図５Ｃに示すように、第２の金属層２２ａ、２２ｂをパターニングすることにより、内
層回路層３０１ａ、３０１ｂを形成し、第２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂには内層回路
層３０１ａ、３０１ｂと第１の電気接触パッド２８１ａ、２８１ｂに電気的に接続される
複数の内層導電ビア３０２ａ、３０２ｂを形成する。
【００７２】
　図５Ｄに示すように、第２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂと内層回路層３０１ａ、３０
１ｂの上にビルドアップ構造２３ａ、２３ｂを形成する。ビルドアップ構造２３ａ、２３
ｂは、少なくとも一つの第１の誘電体層２３１ａ、２３１ｂと、この第１の誘電体層２３
１ａ、２３１ｂの上に形成される第１の回路層２３２ａ、２３２ｂと、この第１の誘電体
層２３１ａ、２３１ｂに形成され内層回路層３０１ａ、３０１ｂと第１の回路層２３２ａ
、２３２ｂに電気的に接続される複数の第１の導電ビア２３３ａ、２３３ｂとを含む。
【００７３】
　図５Ｅに示すように、上述の全体構造のエッジに沿って切断し、且つ切断ライン２４は
第１の金属層２０ａ、２０ｂを通る。
【００７４】
　図５Ｆに示すように、上述のように、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂは二つの第１
の補助誘電体層２１ａ、２１ｂによって覆われて結合されるため、切断ライン２４で切断
した後、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂを相互に分離させることにより、二つの基礎
基板が得られる。以降の工程についてはその中の一つの基礎基板を用いて説明する。
【００７５】
　図５Ｇに示すように、ビルドアップ構造２３ａの最外層の第１の回路層２３２ａはさら
に複数の第１の電気接触パッド２３４ａを有する。ビルドアップ構造２３ａの最外層の上
には例えばソルダーレジスト層である第１の絶縁保護層２５ａを形成する。第１の絶縁保
護層２５ａには各第１の電気接触パッド２３４ａを露出させるための複数の第１の絶縁保
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護層開孔２５０ａを形成する。
【００７６】
　第１の金属層２０ａをさらにパターニングすることにより、第１の補助誘電体層２１ａ
の上に第２の回路層２６１ａを形成し、第１の補助誘電体層２１ａには第２の電気接触パ
ッド２８２ａと第２の回路層２６１ａに電気的に接続される複数の第２の導電ビア２６２
ａを形成する。第２の回路層２６１ａはさらに複数の第２の電気接触パッド２６３ａを有
する。第１の補助誘電体層２１ａの上には例えばソルダーレジスト層である第２の絶縁保
護層２７ａを形成する。第２の絶縁保護層２７ａには各第２の電気接触パッド２６３ａを
露出させるための複数の第２の絶縁保護層開孔２７０ａを形成する。
【００７７】
　又、第１の電気接触パッド２３４ａと第２の電気接触パッド２６３ａの上に表面処理層
３５を形成しても良い。これにより、本発明に係るパッケージ基板を製作した。又、第１
の電気接触パッド２３４ａは半導体チップ（図示せず）を接着するためのものであり、第
２の電気接触パッド２６３ａはプリント配線基板（図示せず）を接着するためのものであ
る。
【００７８】
　又、本発明の実施例は薄コア層のパッケージ基板の製作に用いられる基材を提供する。
図５Ｂに示すように、基材は、それぞれ対向する第１の表面２０１ａ、２０１ｂと第２の
表面２０２ａ、２０２ｂを有し、第１の表面２０１ａ、２０１ｂで相互にラミネートされ
る二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂと、この第１の金属層２０ａ、２０ｂの第２の表面
２０２ａ、２０２ｂの上にそれぞれ設けられる二つの第１の誘電体層２１ａ、２１ｂと、
この第１の補助誘電体層２１ａ、２１ｂが露出した表面の上にそれぞれ設けられる二つの
コア層２８ａ、２８ｂと、このコア層２８ａ、２８ｂが露出した表面の上にそれぞれ設け
られる二つの第２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂと、第２の補助誘電体層２９ａ、２９ｂ
が露出した表面の上にそれぞれ設けられる第２の金属層２２ａ、２２ｂと、からなるラミ
ネート体である。又、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂは、共に、対向する第１の表面
２０１ａ、２０１ｂと第２の表面２０２ａ、２０２ｂを有する。第１の金属層２０ａ、２
０ｂは第１の表面２０１ａ、２０１ｂで互いに接触する。二つの第１の補助誘電体層２１
ａ、２１ｂは一体に結合し、二つの第１の金属層２０ａ、２０ｂを覆う。第１の補助誘電
体層２１ａ、２１ｂの表面の上にはコア層２８ａ、２８ｂ、第２の補助誘電体層２９ａ、
２９ｂ、及び第２の金属層２２ａ、２２ｂを順に圧着する。
【００７９】
　上述の基材において、第１の表面２０１ａ、２０１ｂは平滑面であり、第２の表面２０
２ａ、２０２ｂは粗面である。
【００８０】
　本実施例は、薄コア層を有するパッケージ基板に適用される。薄コア層の厚さは例えば
０．２ｍｍ以下であり、薄コア層の厚さが薄すぎたり、柔らかすぎたりすることによって
、プロセスでの薬液、エアナイフの噴射圧、又は重力により基板が曲がり易く、輸送過程
において基板全体が壊れたり引っかかったりし易くなり、ひいては生産ラインが止まるな
どの問題が生じる恐れがあった。そのため、本発明の技術によれば、高剛性がある薄コア
層を有するパッケージ基板を製作できる。
【００８１】
　上述のように、本発明に係るパッケージ基板は、先ず、二層の金属層をラミネートし、
補助誘電体層で二層の金属層を覆い、次に、補助誘電体層の両側にビルドアップ構造をそ
れぞれ形成し、最後に二層の金属層の界面に沿って両側のビルドアップ構造を分離させる
ことにより二つのパッケージ基板を形成するものである。本発明は最初に補助誘電体層に
よって中間層である二層の金属層を覆うため、ビルドアップ構造を形成する過程では分離
させず、最後に二層の金属層の周囲を含む補助誘電体層部分を切断することにより、二層
の金属層を円滑に分離させ、プロセスを簡略化することができる。又、中間層である二層
の金属層をパターニングすることにより、回路層、金属バンプ、又は支持構造を形成する
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ことができるため、従来技術のパッケージ基板の製造方法において、中間層である一時キ
ャリアに離型層又は接着層を形成しながら最後に中間層である一時キャリアを捨てなけれ
ばならないために生じていたコストの無駄及びプロセスの複雑化の問題を回避することが
できる。従って、本発明は無駄を省き、プロセスとコストを低減することができる。
【００８２】
　又、本発明の第３の実施例におけるパッケージ基板は、金属バンプがパッケージ基板の
チップセット側の表面の上に突出するため、従来技術におけるソルダーレジスト層開孔に
露出される電気接触パッドに取って代わり、ソルダーレジスト層に関するプロセスを省略
するだけでなく、ソルダーレジスト層開孔の電気接触パッドの上に半田バンプを形成する
ことも回避できるため、さらにコストダウンと歩留まりの向上を達成することができる。
【００８３】
　上述した実施形態は本発明の原理や効果を説明するための例示に過ぎず、本発明の実施
形態を限定するものではない。本発明の主旨を逸脱しない範囲において、当業者が本明細
書に記載の実施形態に種々の修飾と変更が可能であることは言うまでもない。またそうし
た修飾や変更も本発明の特許請求の範囲に含まれる。そして、本発明の保護範囲は特許請
求の範囲に記載される。
【符号の説明】
【００８４】
　１０　載置基板
　１１　薄膜金属層
　１２　離型層
　１３　キャリア金属層
　１４、２３１ａ、２３１ｂ　第１の誘電体層
　１５、２３ａ、２３ｂ　ビルドアップ構造
　１６　絶縁保護層
　２０ａ、２０ｂ　第１の金属層
　２１ａ、２１ｂ　第１の補助誘電体層
　２２ａ、２２ｂ　第２の金属層
　２４　切断ライン
　２５ａ、２５ｂ　第１の絶縁保護層
　２７ａ　第２の絶縁保護層
　２８ａ、２８ｂ　コア層
　２９ａ、２９ｂ　第２の補助誘電体層
　３１　半導体チップ
　３１ａ　作用面
　３１ｂ　非作用面
　３２、１４１ａ　半田バンプ
　３３　半田ボール
　３４　充填材料
　３５　表面処理層
　３６　ボンディングワイヤ
　３７　モールド化合物
　１３０　凹部
　１４０　ビア
　１４１ｂ、２３３ａ、２３３ｂ　第１の導電ビア
　１４２、２３２ａ、２３２ｂ　第１の回路層
　１５１　第２の誘電体層
　１５２、２６１ａ　第２の回路層
　１５３、２６２ａ　第２の導電ビア
　１５４　電気接触パッド
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　１６０　絶縁保護層開孔
　２００ｂ　金属バンプ
　２００ｂ　ヒートシンク
　２０１ａ、２０１ｂ　第１の表面
　２０２ａ、２０２ｂ　第２の表面
　２０３ｂ　金属支持フレーム
　２１０ａ　開孔
　２２１ａ、２２１ｂ、３０１ａ、３０１ｂ　内層回路層
　２３４ａ、２３４ｂ　第１の電気接触パッド
　２５０ａ、２５０ｂ　第１の絶縁保護層開孔
　２６３ａ　第２の電気接触パッド
　２７０ａ　第２の絶縁保護層開孔
　２８１ａ、２８１ｂ　第１の電気接触パッド
　２８２ａ、２８２ｂ　第２の電気接触パッド
　２８３ａ、２８３ｂ　導電ビア
　３０２ａ、３０２ｂ　内層導電ビア
　３１１　電極パッド
　２２１０　第３の電気接触パッド
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